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I B aER U Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

sekretarz naukowy Osrodek Informaciji Naukowej
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Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktorych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,

a w szczegolnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich

obrobki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin
gospodarii:

» Materiaty Elekironiczne - zawierajace artykuly problemowe, teksty wystapien
pracownikow ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK,

* Prace ITME - zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne
|

oraz

* gstale aktualizowane katalogi i karty katalogowe technologii, materiatéw, wyrobéw
i ustug oferowanych przez Instytut i opartych o wyniki prowadzonych prac
badawczych, opisy nowych wyrobow, metod i aparatury

Informacje mozna uzyskac:
tel. (48 22) 834 97 30; fax: (48 22) 834 90 03
e-mail: itme@itme.edu.pl
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ROLA WYMIARU CZASTEK W PROCESIE FORMOWANIA STRUKTURY PROSZKU
KOMPOZYTOWEGO METODA SYNTEZY MECHANICZNEJ

Andrzej Gladki, Danuta Wajcik-Grzybek, Krystyna Frydman

15R-SiC W KRYSZTALACH 4H- I 6H-SiC OTRZYMYWANYCH METODA TRANSPORTU
FIZYCZNEGO Z FAZY GAZOWE]

Emil Tymicki, Marcin Raczkiewicz, Katarzyna Racka, Krzysztof Grasza, Kinga Kos$ciewicz,
Ryszard Diduszko, Krystyna Mazur, Tadeusz Lukasiewicz

KRZEMOWE WARSTWY EPITAKSJALNE DO ZASTOSOWAN FOTOWOLTAICZNYCH
OSADZANE NA KRZEMIE POROWATYM

Dariusz Lipinski, Jerzy Sarnecki, Andrzej Brzozowski, Krystyna Mazur

ZINTEGROWANY PROCES OTRZYMY WANIA MONOKRYSZTALOW SI GaAs
METODA CZOCHRALSKIEGO Z HERMETYZACJA CIECZOWA

Andrzej Hruban, Waclaw Orlowski, Aleksandra Mirowska, Stanislawa Strzelecka, Miroslaw Piersa,
Elzbieta Jurkiewicz-Wegner, Andrzej Materna, Wojciech Dalecki ... ..co.ovviveiiveierciine i s

INFORMACJA O PROJEKCIE , REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTOW NAUKOWYCH”

naktad 200 egz.


mailto:ointe@itme.edu.pl
http://www.itme.edu.pl

Zintegrowany proces otrzymywania monokrysztaléw SI GaAs metodg Czochralskiego...

[8] Metzger M., Backofen R.: Optimal temperature profi-
les for annealing of GaAs-crystals, Journal of Crystal
Growth, 2000, 220, 6-15

[9] Miyazaki N., Kutsukake H., Kumamoto A.: Deve-
lopment of three-dimensional dislocation density

analysis code for annealing process of single crystal
ingot, Journal of Crystal Growth, 2002, 243, 47-54

[10] Test method for crystallographic perfection of Gal-
lium Arsenide by molten potassium hydroxide (KOH)
etch technique, ASTM F1404-92

[11] Testing materials for semiconductor technology:
determination of dislocation etch pit density in mono-
crystals of III-V compound semiconductors; gallium
arsenide, DIN 50 454 Part 1, 1991
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Dzialanie 2.3. Inwestycje zwigzane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

DOTACJE NA INNOWACJE

Tytul Projektu: REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTOW NAUKOWYCH

Biblioteka Instytutu Technologii Materialow
Elektronicznych bierze udzial w budowie Repozy-
torium Cyfrowego Instytutdéw Naukowych. Projekt
realizowany jest w okresie od marca 2010 do marca
2014 i finansowany ze srodkoéw Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka O$ priorytetowa
2.° Inwestycje zwiazane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki w ramach poddziatania 2.3.2
Projekty w zakresie rozwoju zasobow informacyj-
nych nauki w postaci cyfrowej.

Podstawowym celem Projektu jest utworzenie
ogolnodostepnego w sieci Internet ponadregionalne-
go, multidyscyplinarnego, pelnotekstowego, przeszu-
kiwalnego Repozytorium Cyfrowego zlozonego ze
zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiatow
archiwalnych, dokumentacji badan oraz pismienni-
czego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowa-
nych ze zbiorow 16 polskich instytutow naukowych
oraz ich bibliotek tworzacych Konsorcjum Repozyto-
rium Cyfrowego Instytutdéw Naukowych, na ktorego
czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Celami szczegolowymi Projektu s3:

*  modemizacja infrastruktury naukowo-badaw-
czej 1informatycznej szesnastujednych z najlepszych
polskich jednostek naukowych reprezentujacych
zarowno nauki scisle, przyrodnicze, medyczne, jak
1 humanistyczne;

*  zwickszenie cyfrowych zasobdéw Internetu
o wartosciowe polskie tresci publikacji naukowych

wydawanych przez czlonkow Konsorcjum (mono-
grafii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych,
map 1 atlasdéw) 1 jednoczesne upowszechnianie wy-
nikow badan wlasnych Instytutdéw, co przelozy¢ sig
powinno na wzrost ich cytowalnosci;

»  zabezpieczenie dla przyszlych pokolen bie-
zacego dorobku naukowego Instytutow Konsorcjum
poprzez zbudowanie archiwum cyfrowego Instytutow
Konsorcjum (archiwizacja plikéw matek);

+ umozliwienie ogoélowi dostepu do pozycji
udostepnianych obecnie tylko wyjatkowo nielicznej
grupie badaczy (starodruki, ksigzki 1 mapy, rekopisy,
czasopisma, zdjecia, kartoteki 1 pozycje zachowane
tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na
swiecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszlosci, po-
przez cyfrowa archiwizacje tych wyselekcjonowanych
pozycji. Wiele z tych historycznych zbiorow aktualnie
stuzy badaniom naukowym, np. mapy historyczne sg
pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi;

»  zwickszenie dostepnosci do pozostalych wy-
selekcjonowanych unikalnych materialow wspoélcze-
snych 1 historycznych, gromadzonych w Instytutach
Konsorcjum m.in. w postaci r¢kopisow prac doktor-
skich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji
badan;

+  promocja polskiej nauki, historii, kultury
1 waloréw srodowiska przyrodniczego w swiecie
poprzez obecnos¢ zasobow Repozytorium Kon-
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Projekt - Repozytorium Cyfrowe Instytutéw Naukowych

sorcjum w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej
Europeana oraz zwigkszenie dostgpnosci tych zaso-
boéw dzigki dodaniu bezposrednich do nich linkdw
w katalogach on-line Bibliotek Instytutow Kon-
sorcjum oraz katalogach ogélnopolskich NUKAT
1 Karo, a posrednio takze w $wiatowym katalogu
WorldCat;

»  wsparcie edukacji, w tym edukacji na odle-
glos¢ 1 wyrdwnywanie szans mlodziezy pochodzacej
spoza osrodkow wiclkomigjskich poprzez wzboga-
cenie tresci cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe
dotychczas niedostgpne chociazby z powodu praw
autorskich, a sluzgce m.in. dydaktyce na réznych
poziomach nauczania;

*  podnoszenie umigjetnosci uzytkownikow
bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresic wy-
szukiwania literatury naukowe] w wartosciowych
zasobach Intemetu w ramach spotkan informacyjnych
promujacych Projekt.

W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja
ponad 25 tysigcy pozycji ze zbiorow Bibliotek
1 Instytutéw Konsorcjum. Realizacja Projektu be-

dzie poczatkiem pracy czekajacej Instytuty, ktore
beda cheialy pokaza¢ swoj dorobek naukowy (czgsc
z Instytutéw tworzacych Konsorcjum posiada bi-
blioteki zaliczone do Narodowego Zasobu Biblio-
tecznego). Zakres tematyczny bazy rozcigga si¢ na
dziedziny od humanistycznych do scistych.

Repozytorium Cyfrowe Instytutow Naukowych
bedzie ogolnodostepna platformg dostepu do cyfro-
wych zbiorow zardwno dla srodowiska naukowcow,
pracownikdéw gospodarki, pracownikow informacji
naukowej, ale tez uczniow, studentdéw i calego spo-
leczenstwa.

Zdigitalizowane zbiory beda udostegpnione
w Intemecie na platformie Repozytorium utworzone-
g0 za pomocg systemu dLibra, ktory jest standardem
obecnie uzywanym w Polsce.

W ramach realizacji projektu Instytut Technolo-
gii Materialow Elektronicznych zamierza dokonaé
digitalizacji 1 udost¢pnienia w Internecie ponad
13 tysiecy stron publikacji z zakresu wydawanych
przez Instytut czasopism: , Materialy Elektroniczne™
1 ,,Prace ITME” oraz prac doktorskich pracownikow.

Opracowala mgr Anna Waga

W projekcie RCIN uczestniczg:

+ Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk
¢ Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk

+ Instytut Biologii Do$wiadczalnej im. Marcelego
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

»  Instytut Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk

¢ Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

» TInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii
Nauk

» TInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk

* Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania im. Stanistawa Leszczyckiego Polskiej
Akademii Nauk

«  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskigj
Akademii Nauk

« Instytut Jezyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

«  Instytut Matematyczny Polskicj Akademii Nauk

< Instytut Medycyny Do$wiadczalnej i Klinicznej
im. Miroslawa Mossakowskiego Polskiej Akademii
Nauk

«  Instytut Podstawowych Problemow Techniki Pol-
skiej Akademii Nauk

»  TInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
«  TInstytut Technologii Materialéw Elektronicznych

+  Muzeum i Instytut Zoologii Polskicj Akademii
Nauk
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Wskazowki dla autoréow

Redakcja wydawnictwa Materiaty Elektroniczne prosi autoréw o nadsyfanie zaméwionych artykutéw poczta elek-
troniczna, pod adres ointe@itme.edu.pl lub na nos$niku magnetycznym, wedtug nastepujacych specyfikaciji:

1. Tekst

a) Tre$¢ artykutu powinna by¢ dostarczona w plikach o rozszerzeniu obstugiwanym przez program Word (najlepiej DOC
i DOCX). Tekst powinien by¢ pisany w sposab ciagly, podzielony na kolejno ponumerowane, zawierajace tytuty,
rozdzialy. Oznaczenia zmiennych nalezy pisa¢ czcionka pochyta (kursywa). W tekscie powinny by¢ zaznaczone
miejsca, w ktérych maja znajdowac sie materialy ilustracyjne, jednak same grafiki powinny by¢ umieszczone poza
nim w oddzielnych plikach (patrz punkt 4).

b) Podpisy do rysunkéw w jezyku polskim i angielskim, rdwniez winny by¢ zapisane w oddzielnym pliku.

c) Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujace elementy: imie i nazwisko autora, tytut naukowy,
nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail, tytut artykufu zaréwno w jezyku polskim jak i angielskim.

2. Streszczenie
a) Do artykutu nalezy dotaczyc streszczenie w jezyku polskim i angielskim. Kazde z nich nie powinno przekracza¢
200 stow.
b) Nalezy takze dodac stowa kluczowe zaréwno w jgzyku polskim jak i angielskim.

3. Bibliografia

a) Pozycje bibliograficzne nalezy podawac w nawiasach kwadratowych w kolejnoSci ich wystepowania.
b) Sposoby sporzadzania opisow bibliograficznych:
* Opis bibliograficzny catej ksigzki:
Autor: Tytut. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcja:
Tytut. Pod red. (nazwiska redaktorow): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN.
* Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksigzki, (gdy cafa ksigzka jest tego samego autorstwa):
Autor: Tytut ksigzki. Numer wydania. Miejsce wydania; Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN. Tytut fragmentu, Strony rozdziatu.
* Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziatu) ksiazki z pracy zbiorowej:
Autor: Tytut fragmentu. W: Tytut ksigzki. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN.
« Opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:
Autor: Tytuf artykutu . ,Tytut czasopisma” Rok, Wolumin, Numer, Strony.
* Opis artykutu w czasopismie internetowym:
Autor: Tytuf artykutu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostep — data] Strony, Adres w Internecie. ISSN.
* Strona WWW:
Autor: Tytut [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostep — data], Adres w internecie.

4. Elementy graficzne

a) Kazdy materiat ilustracyjny powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMP, WEM, WPG, JPG) o rozdziel-
czos$ci nie mniejszej niz 150 dpi.

b) W przypadku materiatow ilustracyjnych niebedacych oryginalnym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowaé ich
Zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

5. Wzory

a) Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi

b) Zmienne nalezy oznaczy¢ czcionka pochyta.

¢) W przypadku wzordw niebgdacych oryginalnym dorobkiem autora/éw nalezy zacytowaé ich zrédio, umieszczajac
je w bibliografii.

6. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.
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Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych jest wiodgcym polskim osrodkiem prowadzq-
<ym badania navkowe oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki ciata siolego, pro-
jektowaniai technologn nowoaesnydl materiatow, struktur i podzespotow dla mikro- i nano-
elektroniki, fotoniki i inZynierii.

Badania te dotyczq nastepujqcych grup materiatow i ich zastosowan w postaci podzespotow:
* materialy nowej generacji: grafen, metamateriaty, materialy samoorganizujqce sig i gradientowe, nanokrysz-
taly tlenkowe w réznych matrycach (szkfo, tworzywa sztuczne);
* materialy potprzewodnikowe i ich zastosowania:
— monokrysztaty hodowane metodq Czochralskiego Si, GaAs, GaP, GaSb, InAs, InSb, InP i transportu z fazy
gazowej SiC, o $rednicach do 10 cm;
— warstwy epitaksjalne pétprzewodnikowe uzyskiwane za pomocq metod CVO i MOCVO z Si, SiC, GaN, AIN,
InN, GaAs, GaP, GaSb, InP, InSb, oraz opartych o nie zwiqzkéw potréjnych i poczwérnych;
— podzespoty dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky'ego, tranzystory FET i HEMT, lasery, fotodetektory IR i UV;
* materialy tlenkowe i ich zastosowania:

—monokrysztaty, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr, Ho, Tm, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er, Pr) i podwaéjnie
domieszkowany: (Ho+ Yb, Er+Yb), GdVO.: (Er, Tm) LuVO,: (Er, Tm) GdCoB: (Nd, Yb)dla zastosowar lasero-
wych; kware, LiNbO,  LiTaO,, Sr Bo,. ., Nb, 0 dla zastosowan' elektrooptycznychi piezoelektrycznych; CoF , BaF,,
jako moterloly przezroczyste ta boU(BO) jako materiaf nieliniowy oraz NdGa0,. SrLoGo0,, SrLuAIO |uko
materialy podtozowe dla osadzania warstw nodprzewodmkow wysokotemperaturowych

— szkta o zadanych charakterystykach spektralnych i szkto aktywne;

— ceramiki (AL, Y,0,, Zr0,, Si,N,), ceramiki przezroczyste i aktywne;

— warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Cr dla zastosowan laserowych;

— $wiattowody specjalne, fotoniczne, aktywne i obrozowody;

— podzespoly dla elektroniki i fotoniki: filtry i rezonatory z akustyczng folg powierzchniowq; soczewki
dyfrakcyjne, maski chromowe do fotolitografii;

* inne materialy dla elektroniki:

— kompozyty metolowo-ceromiczne, kompozyty metalowe;

— ztqexa zaawansowanych materiatow ceramicznych (Si,N
z metalami;

— metale czyste (Go, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);

— pasty do uktadow hybrydowych;

— materiaty dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatorow.

Instytut prowadzi rowniez badania i wykonuje ustugi w zakresie:

* innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elektronolitogrofio, osadzanie cienkich warstw, trawienie, obrébka
termiczno;

* charakteryzacji materiatow: spektrometria mas i Mosshouero, elektronowy rezonans paramagnetyczny
(EPR), rozpraszanie wsteczne Ruthefordo (RBS), absorpcjo atomowo, wysokorozdzielcza dyfrakcjo rentgenowska,
spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm promieniowania, fotoluminescencjo, mikroskopia
optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa i sit atomowych (AFM); spektroskopia glebokich poziomow:
pojemnosciowa (DLTS) i fotopradowo (PITS), pomiary impedoncyjne i szumow, temperaturowa analizo fazowo,
pomiary dyfuzyjnosci ciepta.

N, AIN), kompozytéw ceromiczno-metolowych i ceramik
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